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Спектр представляет собой набор узких полос с шириной на полувысоте около 0,11 эВ, локализованных 
в диапазоне энергий 3,2–5,2 эВ. Максимум наиболее интенсивной центральной полосы находится при 
4,43 эВ. Энергетический сдвиг между соседними полосами составляет от 0,25 до 0,27 эВ. Вероятнее 
всего, наблюдаемая модуляция спектра – проявление тонкой структуры, а не результат интерференции. 
В пользу тонкой структуры говорит отсутствие полос интерференции на соответствующих спектрах 
отражения (см. рис. 1, б ), а также отсутствие смещения полос при уменьшении толщины пленки ме-
тодом травления. По-видимому, наблюдаемое свечение представляет собой электронно-колебательную 
полосу излучения. Величина энергетического сдвига 0,25– 0,27 эВ в пересчете на сантиметры в минус 
первой степени соответствует 2000 –2200 см–1. Для подтверждения колебательной природы модуля-
ции спектра были сняты спектры КРС и ИК-поглощения исследуемого образца, показанные на рис. 2. 
На ИК-спектрах в области частот 2000 –2200 см–1 полос поглощения не наблюдалось, однако на спектре 
КРС проявилась слабая широкая полоса с максимумом при 2150 см–1. Полосы в данном частотном диа-
пазоне связаны с колебанием связей Si — H2 [17].

Рис. 1. Спектры электролюминесценции структур SiO2 /Si, полученных методами  
термического окисления (а) и плазмохимического осаждения (б ).  

Плотность тока через образец составляла 150 и 250 мкА/см2 соответственно.  
На рисунке б дополнительно показан спектр отражения

Fig. 1. Electroluminescence spectra of the SiO2 /Si structures formed  
by thermal oxidation (a) and plasma-enhanced chemical vapor deposition (b).  
The current density through the sample was 150 and 250 µA/cm2, respectively.  

Figure b additionally shows a reflectance spectrum

Рис. 2. Спектр КРС в области колебаний связей Si — H (a)  
и спектры ИК-поглощения в области колебаний связей Si — О до и после отжига (б )  

для структуры SiO2 /Si, полученной методом плазмохимического осаждения
Fig. 2. RS spectrum in the range of Si — H vibrations (a) and IR absorbance spectra in the range  

of Si — O vibrations before and after annealing (b) for the SiO2 /Si structure  
formed by plasma-enhanced chemical vapor deposition


